LSKA |OPIS PATENTOWY
RIECIPOSPOLITA 121 989

LUDOWA

PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy
do patentu
Zotoszono: 17.07.80 (P. 225719)

Pierwszenstwo: Int. CPR.

GOIR 15/04

Zgloszenie ogloszono:  05.06.81

Opis patentowy opublikewanoe: 31.10.1984

Tworca wynalazku: Kazimierz Cywiriski

Uprawmony z patentu tymczasowego: Politechnika Biatostocka,
Biatystok (Polska)

WYSOKONAPIECIOWY STOS REZYSTANCYJNY POMIAROWY

Przedmiotem wynalazku jest wysokonapigciowy stos rezystancyjny pomiarowy, przeznaczony do
wspotpracy ze zrédtami wysokiego napiecia np. statego o charakterystykach pracy typowych dla urzadzen
elektrotechnologicznych takich jak lakiernie elektrostatyczne, elektrofiltry przemystowe, elektroseperatory itp.

W wielu tego typu urzadzeniach technologicznych pomiar wysokiego napigcia realizowany jest zwykle
dwoma sposobami. Prosty sposéb to wiaczenie miernika po stronie niskiego napigcia zasilacza generatora i wy-
skalowanie go w kilowatach. Jest to sposéb pomiaru zgrubnego. Drugi sposéb doktadny to wiaczenie po stronie
wysokiej stosu rezystorowego, wspétpracujacego z cztonami niskonapigciowymi. Stos taki cze¢sto wspétpracuje
tez z urzadzeniami automatyki zasilania i regulacji lub zabezpieczeniami.

Z uwagi na stosunkowo niska moc Zrédet wysokiego napiecia i ewentualne problemy termiczne izolacji
stosu, jego rezystancja siega kilkuset i wigcej M. Jest to wigc stos wysokorezystancyjny. W warunkach ustabili-
zowanej pracy napigciowej urzadzenia technologicznego na stosie panuje praktycznie napigcie state w czasie.
Stosy te budowane sg zwykle z wielu elementéw rezystancyjnych na stosunkowo niskie napigcia. Przy ustabilizo-
wanym napigciu na stosie rezystoréw rozktad napie¢ czastkowych jest rtéwnomierny. Problemem jednak jest
oddziatywanie wytadowari niezupetnych, rozwijajacych si¢ na ostrych obrzezach rezystancyjnych stosu, szcze-
gdlnie w poblizu punktu o potencjale wysokim.

Niezaleznie od tego czy stos jest ulokowany w osrodku gazowym, ciektym czy tez staiym elektroizolacyj-
nym, wytadowania te jako czynnik agresywny powoduja uszkodzenie struktury lub ubytki materiatu rezystan-
cyjnego. Zmienia si¢ wowczas rezystancja stosu lub nawet nastepuje kaskadowe ,,przerywanie” rezystancji stosu.

Drugim waZznym problemem stosu na wysokie napigcia stale jest jego praca impulsowa. W momentach
zwar¢ lub przepie¢ w urzadzeniu elektrotechnologicznym na stos padaja fale przepigciowe udarowe.

W warunkach fali udarowej rozktad napigé czastkowych na elementach stosu wskutek istnienia lokalnych
elementarnych L, C i R staje si¢ nieréwnomierny.

Znane rozwigzania stoséw wykonywane sg technika cienkowarstwowa. Beda to stosy wielowarstwowe
- wykonane z rezystoréw niskonapigciowych mocowanych do szyny izolacyjnej lub posiadajace warstwe rezystyw-
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na nalozong na rdzeniu izolacyjnym. Warstwa ta oprasowana jest np. materiatem termoplastycznym. Warstwy
rezystywne cienkowarstwowe ulegaja elektroerozji w polu wysokonapigciowym powodujac czegste awarie genera-
toréw jako Zrédet wysokiego napigcia. Géme elementy stosu bliskie punktu o potencjale najwyzszym sq narazo-
ne na uszkodzenia napigciowe. Te efekty stajg sie przyczyna, ze zywotnosé stosdw obecnie stosowanych zwykle
nie przekracza kilku miesiecy.

Istota wynalazku polega na wykonamu stosu rezystancyjnego z rezystorow bezindukcyjnych wykonanych
technika grubowarstwows, gdzie warstwa rezystywna jest natozona bifilarnie. Dla poprawienia réwnomiernosci
rozktadu przepigé impulsowych réwnolegle niejako z tym stosem wspotpracuje stos pojemnosciowy, ktéry
stanowi soba zesp6t pierscieni metalowych. Stos oparto na rdzeniu tworzacym uwarstwiong izolacj¢ i zbrojonym
np. wioknem szklanym. Na rdzeniu s3 osadzone rezystory bezindukcyjne wykonane technika grubowarstwows.
Zewngtrzng strong stosu stanowi quasi-dielektryczna obudowa. W miejscu potaczeri elementdéw rdzenia zamonto-
wane s3 ukosnie pierscienie sterujace. Pierscienie te poprzez ukosne ich utozenie dajg znaczne wielkosci czastko-

wych pojemnosci wzdtuznych stosu, a mate wartosci pojemnosci doziemnych. Przez to w warunkach impulséw
napigciowych czastkowe napigcia wzdtuine sa bliskie réwnomiernym i nie groza uszkodzeniem rezystoréw. Stos
jest -osotnigty niejako, obudowa o rezystywnosci znacznie niZszej niz otoczenia ale réwnoczesnie stanowiacej
niewielki procent-rezystancji stosu pomiarowego. Daje to jednak efekt dobrego wysterowania pola wokét stosu
w warunkach napie ¢ statych. Warstwe te nazwano quasi-dielektryczna.

‘Tak skonstruowany stos nie wymaga specjalnych materiatéw a rezystory grubowarstwowe s3 juz dobrze
przemystowo opanowane. Jest prosty w wykonawstwie. Obecnos¢ pierscieni sterujacych sprawia, ze jego Zywot-
noé¢ moze byé porédwnywana z trwatoscia np. blokéw elektrofiltréw przemystowych. Nie wymaga regeneracji
lub jakichkolwiek przegladéw eksploatacyjnych.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia
konfiguracje elementéw stosu w przekroju podtuznym, fig. 2 ukazuje przekrdj poprzeczny z widokiem pierscieni
sterujacych, zas fig. 3 jest przyktadem wspétpracy stosu ze Zrédtem wysokiego napiecia urzadzenia elektrotech-
nologicznego i elementami porniarowo-kontrolnymi. '

Do elektrod krazkowych 1 w otworach 8 przylutowane sa wypusty drutowe najkorzystniej rezystoréw
bezindukcyjnych 2 grubowarstwowych i ukosnie zamontowanych pierscieni sterujacych 3. Elementy te osadzone
sq we rdzeniu izolacyjnym 4 z materiatu zbrojonego np. wtdknem szklanym. Rezystory 2 zatopione sa w zalewie
5 bedacej np. tworzywem zywicznym. Zewnetrzng warstwe quasi-dielektryczng o stosunkowo niskiej rezystancji
stanowi obudowa 6. Rezystancja obudowy 6 powinna by¢ dobierana indywidualnie do poziomu rezystancji
stosu. Stanowié ma ona jednak znaczny procent wartosci tej ostatniej. Grubos¢ obudowy 6 i rezystywnosc jej
materiatu nalezy dobiera¢ odpowiednio do poziomu napiecia wysokiego U = i rezystancji stosu R, jak to widaé
na fig. 3. Wazny przy doborze jest tez odstgp migdzy stosem R, a uziemiona obudowa 9 generatora 10, rzutujacy
na rozklad pola elektrycznego, decydujacego o wytadowaniach niezupeinych na ostrzach stosu. Stos R (fig. 3)
moze mieé kilka cztonéw, odpowiednio potaczonych np. elementami nagwintowanymi krazkéw 1 (fig. 1). Pier-
scienie sterujace 3 i druty rezystoréw 2 np. zlutowane osadzone sg w otworach 7 rdzenia izolacyjnego 4.

Stos R; zwykle jest osadzony w uziemionej obudowie 9 generatora 10, Ze stosem wspélpracowaé moga
cztony R, ukladéw automatyki i mierniki KV, bedgce na potencjale niskim.

W przypadku generatoréw 10 do zasilania lakierni elektrostatycznych przyjmuje sie zwykle pozwm R, na
1000—2000 Mom zas w elektrofiltrach okoto 100 Mom. Na warstwy 6 mozna zastosowaé np. cienkie rurki
z papieru bakalizowanego, ajako zalewe S Zywice apoksydows. Jako rdzer 4 korzystnie jest stosowaé pret
poliestrowy zbrojony wtéknem szklanym. Jako rezystory 2 zdaja egzamin elementy ptytkowe nakiadane techni-
ka grubowarstwows bifilarne. Na pierscienie 3 mozna stosowaé drut ¢ 3—2 przy poziomach napigé do 120 kV.
Zwykle wykonuje si¢ 1—3 cztony stosu R;.

Zastrzeienia patentowe
N

1. Wysokonapigciowy stos rezystancyjny pomiarowy zbudowany z rdzenia i elementéw rezystancyjnych
osadzonych w obudowie z oérodkiem elektroizolacyjnym, znamienny ty m, 'Ze zawiera uwarstwiong izo-
lacje sktadajgca si¢ z rdzenia (4) zbrojonego korzystnie widknem szklanym, na ktérym osadzone s3 rezystory
bezindukcyjne (2) wykonane technikg grubowarstwows, a zewnetrzng strone stanowi quasi-dielektryczna obu-
dowa (6). ’ v :

2. Wysokonapigciowy stos wedtug zastrz. 1, znamienny tym,Ze na polaczeniach elementéw rdze-
nia (4) zamontowane s3 ukosnie pierscienie sterujace (3).
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